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obliczy¢ pojemno$é takiego ukladu (izolatory prze-
pustowe, kable, przewody). ’

Najwazniejsze znaczenie dla konstrukcji izola-
cyjnych maja uktady kuliste i walcowe.

3. Uklady izolacyjne kuliste,

Kula izolowana. — Najprostszym ukladem lkuli-
stym jest kula metalowa o promieniu r cm, znaj-
dujaca sie dielektryku o stalej dielektrycznej e w ta-
kiej odleglosci od innych przedmiotéw, ze dzialanie
jej tadunku 4+ O na tamte przedmioty mozna pomi-
naé. Wiemy, ze tadunek takiej kuli mozemy sobie wy-
obrazi¢ jako skupiony w jej érodku i ze potencjal kuli
w kazdym jej punkcie jest ten sam i réwny
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Ladunek kuli wytwarza pole, ktérego linje
wychodza promieniowo z powierzchni kuli. Napréze: . '/
nie w punkcie odleglym o x od érodka kuli otrzyma-—, . -

=

my, podstawiwszy we wzorze (1.a) D = — %

N — £© 9.10'* V/cm;

e x? ¥, .

jest wiec ono odwrotnie proporcjonalne do stalej“die ¢
lektrycznej i do kwadratu odlegtosci od érodka kuli.. '

Woprowadziwszy do ostatniego wzoru wartoéé na po-
tencjal V. w tym punkcie, pochodzacy od tadunku

Y

0i quglqdniajqc, e Q=c¢ . ;Oﬁ’ ofrzymamy wreszcie
Vs
Fi=—" V/ecm (14)

x

Naprezenie w jakim§ punkcie dielektryku otacza-

jacego kule natadowana jest wiec réwne potencjatowi

w tym punkcie, podzielonemu przez odlegloéé tego
punktu od $rodka kuli,

Najwieksze naprezenie dielektryku bedzie dla

x =— minim, = 7, t. j. na powierzchni kuli, Poniewaz
potencjat tam ma warto$é V, przeto
Vv
F,—=— V/cm, (15)
r

Wzér ostatni stwierdza nader wazne zjawisko,
ze im elektroda ma mniejszy promien
krzywizny, tem wieksze jest napre ze-

P -
~ 2




ey G0

nie na jej powierzchni, a wigc i wdie-
lektryku tuz przy jej powu’arzchnl.

Daje to ogromnie wazng wskazowk_g, 'aby przy
wszelkich konstrukcjach o wysokiem napieciu unikac&
ostrych zakrzywieri i zalaman, a tembardziej ostrzy
i wystepow, na ktérych powstaje wicksze naprezenie,
niz na sasiednich czeéciach przewodzacych pod napie—
ciem, Tam tez zjawiaja sie przedewszystkiem wylado—
wania, bedace nastepstwem nadmiernego naprezenia
izolatora. Jesttot.zw. wplyw ostrzy, bar-
dzo dajacy sie we znaki wszelkim konstrukcjom przy
wysokiem napieciu. Aby go uniknaé, dazymy do sto—
sowania form o zakrzywieniach mozliwie tagodnych.

Jako uktady kuliste izolowane mozna uwaza&
kuliste koricowki jednej elektrody, dostatecznie odda—
lone od drugiej, stosowane przy wysokich napieciaclh
dla unikniecia weczeéniejszych wytadowan. Wreszcie,
w pewnych razach, mozna kazdy wystep pow;ierzg:hni
przewodzacej sprowadzi¢, z pewnem przyblizeniem,
do powierzchni kulistej.

Kondensator kulisty (Rys. 7). — Powierzchnia
naladowanej kuli metalowej
o promieniu, 7 jest po-
wierzchnia ekwipotencjal-
ng. Powierzchnia kulista,
zatoczona do niej koncen-—
trycznie promieniem R >1r,
bedzie rowniez ekwipoten—
cjalna. Wypetliwszy prze-
strzen miedzy temi po-
wierzchniami dielektrykiem
o stalej ¢, otrzymamy kon-

Rys. 7, densator kulisty.
Pojemnos¢ jego C= S } 10— far.
R—r 9

Wedlug wzoru (1. ¢) naprezenie na powierzchni
kuli wewnetrznej
d -
Fo=— Q“—( R-‘*) .9.10" :29 10" V/em.
dr\ e Rv» 2

g #2
Poniewaz Q = C.V, gdzie V jest napieciem przy—
fozonem do kondensatora, przeto
RV
/o= V/em (16)
r (R—7)
Jest to zarazem najwicksze naprezenie wyste—
pujace w tym ukladzie.
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Naprezenie za$ najmniejsze bedzie na powierz-
ni wewnetrznej kuli zewnetrznej:

i v
R (R — 7
Jezeli zalozymy R = const., to najmniejsze na-

prezenie F po stronie wewnetrznej otrzymamy dla

. R
r=R—r czylidlar = P Aby wiec otrzymaé
najmniejsze naprezenie dielektryku znajdujacego sie
miedzy dwiema kulistemi okladzinami koncentrycz-
neml, trzeba przyja¢ promien okladzmy wewnetrz-
nej dwa razy mniejszy od promienia okladziny zewne-

4V
trznej. Wtedy F =
Powiekszajac za$ promieri zewneirzny R do nie-
skoniczonoéci, otrzymamv:
PV _V
lim R = o (1 __7_) v
R

nie mozna zatem spodziewaé sie tu zmniejszenia na-
prezenia do zera, przyjmuje ono bowiem warto$é, jak
dla kuli izolowanej.

Uklad kulisty uwwarstwiony. — Rozklad po-
tencjalow, a wiec i naprezenia w takim ukladzie, obli-
czamy podobnie jak przy ukladach plasklch przyczem
znowu najprakiyczniei poslugiwaé sie pojemnosciami.
W iym celu wyobraiamy sobie, ze kazdy dielektryk
oddzielony jest od drugiego nieskonczenie cienka war-
stwa przewodzaca, (ckladzing).

Kule (Rys. 8) o promieniu r, otaczaja dwa die-
lektryki kuliste, koncen-
tryczne z nig, o promie-
niach zewnetrznych #, i
7;. Miedzy kula a okla-
dzina zewnetrzna panu-
je napigcie V, rozklada-
jac sie na oba dielektry-

- ki: V=V, +V, Idzie
o znalezienie wielkosci
tych napie¢ w stosunku
do napiecia catkowitego,
a wiec w ten sposoéb i
naprezen dielektrykow.
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Rys. 8. Obliczenie to przepro-
wadzimy, wychodZac z pojemnoéci poszczegélnych
kondensatorow (dielektrykow).
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Pojemnosé calego ukladu oznaczymy przez C.

Tutaj: Q=CV=CYV,.=C,V,
cVv cv
kad V, = —,a V, =——,
VS a 1 C1 2 Cz
trzeba wiec znalez¢ C oraz C, i C,. Przy polaczeniu
1 1,1 o
szeregowem Cj = Zl— -+ (Z . Poniewaz
foant Lyt =20 Loyt
Yy — ¥y 9 7y — 7y 9
przeto
C— 4 5}782»3’_1 7’,,7 _’_'3 o _17 10_11
gy 73 (ro—71) + & 7y (13—7y) 9
Napiecia za$ beda:
Vv v
- V=
T T el e

7y (ry — 1) g 9y (ry — 7))
Wiemy z poprzedniego, ze najwicksze napreze-
nie dielektryku kulistego wystepuje na powierzchni
elektrody wewnetrznej,
len:_‘ i —, a ‘F‘nm:_‘t‘i V2 .
7o (3 — 773)
Po podstawieniu wartosci na V, i V, otrzymamy
wreszcie:
Flm = 821’27‘3‘/’ a Fgm :i—rl ’/:"*Y_
' ry A ¥y A
gdzie A = ¢, 7, (ry — 73) + & 73 (s — 7).
Fim & 75}

¥

Stad: :
am &y 7y

W przeciwienstwie do uktadéw plaskich, na roz--
ktad naprezen maja tu wplyw, oprécz stalych dielek-
trycznych, takze promienie krzywizny dielektrykéw.

Przypadek powyzszy zachodzi w praktyce np.
przy obliczaniu izolatoréw z gtéwka kulista, gdzie
porcelana i kit stanowia dielektryk kondensatora wo-
bec trzona i kolpaka jako elektrod.

4. Uklady izolacyjne walcowe.

_Sq to uktady najczeéciej spotykane w elektro-
technice. Takim ukladem jest np. przewédd izolowany,



